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5. Dropout Voltage vs Load Current 6. PSRR
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches

Symbo] Min Max Min Max
A 1.050 1.250 0.041 0.049
A1l 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0.012 0.020
C 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 1.500 1.700 0.059 0.067
E1 2.650 2.950 0.104 0.116

2 0.950(BSC) 0.037(BSC)

el 1.800 2.000 0.071 0.079
L 0.300 0.600 0.012 0.024

8 0° 8° 0° 8°




0T 7% F < 1

HM6234

www.hmsemicon.com 7V 500mA T uA B5HEREE LDO, ¥ EN 3|
SR
DFN1X1-4L
D 13 b
1 - | 1
: !
‘ | Il

TOP VIEW

SIDE VIEW

|
I
I
e

BOTTOM VIEW

' 2
=
MILLIMETER
SYMBOL
MIN NOM MAX
A 0. 35 - 0. 40
Al 0.00 | 0.02 | 0.05
b 0.15 | 0.20 | 0.25
¢ 0. 127REF
D 0.95 | 1.00 | 1.05
D2 0.38 | 0.48 | 0.58
D3 0.23 | 0.33 | 0.43
e 0. 65BSC
E 0.95 [ 1.00 | 1.05
E2 0.38 | 0.48 | 0.58
E3 0.23 0.33 0.43
L 0.20 | 0.25 | 0.30
L2 0.103REF
L3 0.075REF
.4 0.208REF
L5 0.200REF






